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１．はじめに 

 次世代パワーデバイスは、低オン抵抗特性及び高速動作

が可能である。SiC-MOSFET は GaN-HEMT に比べ、高い電

圧で小型化が必要なアプリケーションに向くとされる。 

 現在、GaN-HEMT を用いた 10MHz 級の EV 高周波充電シ

ステムの研究が行われている⑴。しかし SiC-MOSFET は高

いゲート電圧が必要なため高周波動作の研究例は数少ない。 

そこで本稿ではSiC-MOSFETによる 10MHz昇圧チョッパ

について検証したので結果について報告する。 

２．実験回路 

2.1ゲート駆動回路 

本章では試作したゲート駆動回路について説明する。駆

動回路は大きな駆動電流を高周波で流すために GaN-HEMTを

用いたハーフブリッジ構成とした。またゲート電圧のリン

ギング防止のため、寄生インダクタンスの小さい統合 ICで

ある LMG5200(Texas Instruments)を使用した。試作したゲ

ート駆動回路の構成を図 1 に示す。ゲート電圧は誤動作防

止のために+15V/-5V とした。また、外部ゲート抵抗を 1.5

Ωとしている。 

図１ 試作ゲートドライバ回路構成 

2.2 昇圧チョッパ回路 

本章では試作した昇圧チョッパ回路について説明する。

実験回路図を図 2に示す。 

MOSFETには SiC-MOSFETの C3M0120090D(CREE)、ダイオー

ドには SiC-SBDの C3D02060A(CREE)を使用した。電流不連続

モードでの動作と高速のターンオフを行うことでスイッチ

ング損失の低減を図り高周波での動作を実現した。  

３．実験結果と評価 

本章では、試作したゲート駆動回路性能及び昇圧チョッ

パ回路に適用した結果について説明する。 

図 3にスイッチング周波数 10MHz駆動時におけるゲート

電圧（紫）、ドレイン電圧及（赤）び、ドレイン電流波形（未

緑）を示す。 

図 3 10MHz動作時の電圧電流波形 

図 3 に示されるようにゲート電圧波形の閾値電圧から

15V までの立ち上がり時間は 4ns であり、立下り時間は 4ns

であった。ターンオフ時のドレイン電圧立ち上がり時間は

4.7ns であり、dV/dt は 76V/ns であった。また、ドレイン電

流の立下り時間は 6.2ns であり、di/dt は 5.2A/ns であった。 

この時の昇圧チョッパの入力電圧、入力電流、入力電力

は、それぞれ 163.7V、5.19A，850W である。また、出力電

圧、出力電流、出力電力は 400.3V、0.91A、775W であり、

変換効率は 91.1%であった。 
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図 2 10MHz昇圧チョッパ回路図 
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